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— Bugunku teknik ve uygulamaya dayanilarak hazirlanmig olan bu standardin, zamanla ortaya ¢ikacak
gelisme ve degisikliklere uydurulmasi mamkun oldugundan ilgililerin yayinlari izlemelerini ve standardin
uygulanmasinda karsilastiklari aksakliklari Enstitimuze iletmelerini rica ederiz.

— Bu standardi olusturan Hazirlik Grubu Gyesi degerli uzmanlarin emeklerini; tasarilar tizerinde goéruslerini
bildirmek suretiyle yardimci olan bilim, kamu ve 6zel sektér kuruluslari ile kigilerin degerli katkilarini
sukranla anariz.

K-Q
TSE-ISO-EN
9000

Kalite Sistem Belgesi
Imaldt ve hizmet sektorlerinde faaliyet gosteren kuruluglarin sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite
Standardlarina uygun olarak kurmalari durumunda TSE tarafindan verilen belgedir.

Tirk Standardlarina Uygunluk Markasi (TSE Markasi)

TSE Markasi, Uzerine veya ambaldjina konuldugu mallarin veya hizmetin ilgili Tirk Standardina uygun
oldugunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ¢iktiginda Tirk Standardlar Enstitisi’nin
garantisi altinda oldugunu ifade eder.

TSEK

Kalite Uygunluk Markasi (TSEK Markasi)

TSEK Markasi, Uzerine veya ambaldjina konuldugu mallarin veya hizmetin henlz Turk Standardi
olmadigindan ilgili milletlerarasi veya dider Ulkelerin standardlarina veya Enstiti tarafindan kabul edilen
teknik 6zelliklere uygun oldugunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya c¢iktiginda Tirk
Standardlar Enstitiisi’'niin garantisi altinda oldugunu ifade eder.

DIKKAT!

TS isareti ve yaninda yer alan sayi tek basina iken (TS 4600 gibi), mamulin Tirk Standardina uygun
uUretildigine dair Ureticinin beyanini ifade eder. Tiirk Standardlar Enstitiisii tarafindan herhangi bir
garanti s6z konusu degildir.

Standardlar ve standardizasyon konusunda daha genis bilgi Enstitiimiizden saglanabilir.

TURK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.



ICS 29.260.20 TURK STANDARDI TS EN 60079-25/Ekim 2006

On s6z

- Bu standard, CENELEC tarafindan kabul edilen EN 60079-25 (2004) standardi esas alinarak TSE
Elektrik Ihtisas Grubu’na bagl Elektroteknik Giivenlik ve Aydinlatma Ozel Daimi Komitesi’nce
hazirlanmis ve TSE Teknik Kurulu’nun 12 Ekim 2006 tarihli toplantisinda Turk Standardi olarak kabul
edilerek yayimina karar verilmistir.

- Bu standardin kabuli ile TS EN 50039 iptal edilmistir.

- Bu standardda kullanilan bazi kelime ve/veya ifadeler patent haklarina konu olabilir. Boyle bir patent
hakkinin belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.
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Patlayici gaz ortamlarinda kullanilan elektrikli cihazlar
Bolim 25: Kendinden guvenlikli sistemler

1 Kapsam

1.1 Bu standard, Grup Il kapsamindaki yerlerde patlayici ortamlarda kismen veya tamamen kullaniimasi
icin amaclanan “i” koruma tipli, kendinden guvenlikli elektrikli sistemlerin degerlendiriimesi ve yapilisi igin ilgili
Ozellikleri kapsar. Bu standard, bir imalat¢i, uzman bir danisman veya son kullanici personelin bir Uyesi

olabilen sistem tasarimcisi tarafindan kullaniimasi i¢cin amaglanmistir.

1.2 Bu standard, kendinden guvenlikli elektrikli sistemlerde kullanilan elektrikli cihazin &zelliklerinin
kapsandigi IEC 60079-11’i tamamlar.

1.3  Bu standarda uygun olarak tasarimlanmis Grup |l sistemin tesis &zellikleri IEC 60079-14'de
belirtiimigtir.

2 Atif yapilan standard ve/veya dokiumanlar

Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtiimeksizin diger standard ve/veya dokiimanlara atif yapilmaktadir.
Bu atiflar metin igerisinde uygun yerlerde belirtiimis ve asagida liste halinde verilmistir. Tarih belirtilen
atiflarda daha sonra yapilan tadil veya revizyonlar, atif yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapiimasi
sarti ile uygulanir. Atif yapilan standard ve/veya dokimanin tarihinin belirtimemesi halinde en son baskisi
kullanihr.

EN, ISO, IEC vb. Adi TS No" Adi
No (ingilizce) (Tiirkge)

IEC 60060-1 High-voltage test techniques- Part1: | TS 3008 Yiksek Gerilim Deney
General definitions and test Yontemleri-Bolim:1 Genel
requirements Tanimlar ve Deney Kosullari

IEC 60079-0 Electrical apparatus for explosive TS EN 60079-0 patlayici gaz ortamlarinda
gas atmospheres - Part 0: General kullanilan elektrikli cihazlar
requirements Bolim 0: Genel 6zellikler

IEC 60079-11 Electrical apparatus for explosive TS EN 50020 Potansiyel Patlayici
gas atmospheres-Part 11: Intrinsic Atmosferlerde Kullanilan
safety “I” Elektrikli Cihazlar-Kendinden

Glvenlik "i"

IEC 60079-14 Electrical apparatus for explosive TS EN 60079-14 | Patlayici Gaz Ortamlarinda
gas atmospheres-Part 14: Electrical Kullanilan Elektrikli Cihazlar-
installations in hazardous areas Bolim 14: Tehlikeli Alanlarda
(other than mines) Elektrik Tesisati (Maden

Kuyulari Diginda)

3 Tarifler

Bu standardin amaci icin kendinden guvenlikli elektrikli sistemlere 6zel olan asagidaki tarifler uygulanir. Bu
tarifler IEC 60079-0 ve IEC 60079-11’de verilen tarifleri tamamlar.

3.1

Kendinden giivenlikli elektrikli sistem

Bir patlayici ortamda kullanilmasi igin amaglanmis igindeki devrelerin veya devre bélimlerinin kendinden
guvenlikli devreler oldugu, aciklayici sistem dokimaninda tanimlanmis olan elektrikli cihazin birbirlerine
baglanmis elemanlarinin toplulugu.

3.1.1 Belgelendirilmis kendinden giivenlikli elektrikli sistem
Elektrikli sistemin bu standarda uygun oldugunu onaylayan bir sertifikanin verildigi Madde 3.1’e uygun
elektrikli sistem.

' TSE Notu: Atif yapilan standardlarin TS numarasi ve Tlrkge adi 3. ve 4. kolonda verilmistir. * igaretli
olanlar bu standardin basildigi tarihte Ingilizce metin olarak yayimlanmis olan Tirk Standardlaridir.
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3.1.2 Belgelendirilmemis kendinden giivenlikli elektrikli sistem

Belgelendiriimis kendinden glvenlikli elektrikli cihazin, onaylanmis birlesik cihazin, basit cihazin ve i¢
baglanti tesisatinin fiziksel ve elektriksel parametrelerinin bilgisinin kendinden guvenligin muhafaza edildigini
aclk olarak gosteren Madde 3.1°e uygun elektrikli sistem.

3.2 Aciklayici sistem dokimani
Elektrikli cihazin elemanlarinin, bunlarin elektriksel parametrelerinin ve i¢ baglanti tesisatinin elektriksel
parametrelerini belirten dokiman.

3.3 Sistem tasarimcisi
Kendi isvereni adina kesin kararlar vermesi igin yetki verilmis ve gorevi yerine getirmek icin gerekli yetkiye
sahip, aciklayici sistem dokiimanindan sorumlu sahis.

3.4 En buyuk kablo kapasitansi (C.)
Kendinden guvenligi gecgersiz kilmaksizin kendinden guvenlikli bir devrenin icine baglanabilen i¢ baglanti
kablosunun en buyik kapasitansi.

3.5 En buyiuk kablo endiiktansi (L)
Kendinden guvenligi gegersiz kilmaksizin kendinden guvenlikli bir devrenin igcine baglanabilen i¢ baglant
kablosunun en buyuk enduktansi.

3.6 En blyiik kablo endiiktansinin direncine orani (L. /Rc)
Kendinden glvenligi gecgersiz kilmaksizin kendinden glvenlikli bir devrenin igine baglanabilen i¢ baglant
kablosunun endiktansinin (L;) dirence (R.) oraninin en buyuk degeri.

3.7 Dogrusal gug kaynagi
Mevcut ¢ikis akiminin bir direng vasitasiyla belirlendigi glic kaynagi. Cikis akimi artarken c¢ikis gerilimi
dogrusal olarak azalir.

3.8 Dogrusal olmayan gii¢ kaynagi
Cikis gerilimi ve gikis akiminin dogrusal olmayan bir iliskiye sahip oldugu gii¢ kaynagi.

Ornek: Yar iletkenlerle kontrol edilen sabit bir akim sinirina kadar sabit gerilim c¢ikisi olan bir besleme
kaynagi.

4 Aciklayici sistem dokimani

Aciklayici bir sistem dokimani bitin sistemler igin olusturulmalidir. Agiklayici sistem dokimani sistem
tarafindan saglanan glvenlik seviyesinin yeterli bir analizini saglamalidir.

Ek E acliklayici sistem dokimaninin 6zelliklerini gésteren tipik diyagram érneklerini ihtiva eder.

Asgari 6zellikler agsagidaki gibidir:

a) Sistem igindeki cihazin bitin pargalarini gdsteren sistemin blok diyagrami,

b) Madde 5, Madde 6 ve Madde 7'ye uygun kategori ve ortam sicakhdi beyan degerleri, sicaklik
siniflandirmasi ve grup alt bélimini belirten bir ifade,

c) Madde 8’e uygun i¢ baglanti tesisatinin izin verilen parametreleri ve 6zellikleri,

d) Madde 9’a uygun sistemlerin topraklama ve kusaklama noktalarinin ayrintilari. Darbe koruyucu cihazlar
kullanildiginda Madde 10’a uygun bir analiz ayrica dahil edilmelidir.

e) Uygulanabildigi durumda IEC 60079-11'e uygun cihazin ‘basit cihaz’ olarak degerlendirilmesinin
dogrulanmasi dahil edilmelidir. Ozellikle basit cihazin bir ¢ok pargasi dahil edildigi durumda bunlarin
parametrelerinin toplaminin analizi mevcut olmalidir.

f)  Aciklayici sistem dokiimaninin kendine 6zel bir tanitimi olusturulmalidir.

g) Sistem tasarimcisi dokimani imzalamali ve tarih atmalidir.
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5 Gruplandirma ve siniflandirma

Kendinden guvenlikli elektrikli sistemler IEC 60079-0’da belirtildigi gibi Grup II'ye dahil edilmelidir. Bundan
dolayi bir butin veya boélimler olarak sistem, uygun oldugunda siniflandirmanin diger alt boélimleri
verilmelidir.

Patlayici ortamlarda kullaniimasi igin amaglanmis Grup Il kendinden guvenlikli sistem icindeki cihaza IEC
60079-0 ve IEC 60079-11’e uygun olarak bir yuzey sicakhk sinifi verilmelidir.

Not 1 - Grup Il kendinden guvenlikli elektrikli sistemlerde veya bunlarin bélimlerindeki A, B, C alt bolumler
sistemde bulunan kendinden guivenlikli elektrikli cihazlar ile ilgili elektrikli cihazinkinden farkli olabilir.

Not 2 - Ayni kendinden guvenlikli elektrikli sistemin farkli bolimleri farkh alt bélimlere (A, B, C) sahip olabilir.
Kullanilan cihaz farkli ylzey sicaklik siniflarina ve farkli ortam sicaklik beyan degerlerine sahip
olabilir.

6 Sistem kategorileri

6.1 Genel

Patlayici ortamda kullaniimasi amaglanmis kendinden glivenlikli bir elektrikli sistemin her bir bolimi IEC
60079-11’e uygun olarak “ia veya “ib” kategorisine dahil edilmelidir. Sistemin tamaminin tek bir kategoriye
dahil edilmesi gerekli degildir.

Aciklayici sistem dokiimani, sistem kategorisini veya gerekli oldugu durumda sistemin farkli bélimlerinin
kategorisini belirtmelidir.

Not — Ornek olarak, kendisine bagh probu ile bir pH dlgme aleti gibi bir dici aleti seklinde “ib” 8lgi aleti
oldugunda, ancak bir “ia” algilayiciya baglanti i¢in tasarimlandigi durumda 6l¢i aletine kadar olan
sistem bdlimu “ib” ve algilayici ile bunun baglantilari ise “ia” dir.

Madde 11 gerekli degerlendirmenin ayrintilarini intiva eder.

6.2 Kategori “ia”
Kategori “ia” elektrikli cihaza uygulanabilen 6ézelliklerin (IEC 60079-11 Madde 5.2’ye bakilmalidir) kendinden
glvenlikli bir sistem tarafindan veya bir butun olarak kabul edilen bir sistemin bolimu tarafindan saglandigi

durumda bu sistem veya bir sistemin bolimu kategori” ia” ya dahil edilmelidir.

6.3 Kategori “ib”

Kategori “ib” elektrikli cihaza uygulanabilen 6zelliklerin (IEC 60069-11 Madde 5.2’ye bakilmalidir) kendinden
glvenlikli bir sistem tarafindan veya bir butun olarak kabul edilen bir sistemin bolumu tarafindan saglandigdi
durumda bu sistem veya bir sistemin bélima kategori” ib” ye dahil edilmelidir.

7 Ortam sicakligi beyan degerleri

Kendinden glvenlikli sistemin tamami veya bir bélimu, - 20 °C ile + 40 °C olan normal g¢alisma sicaklik
araliginin disindaki c¢alisma icin uygun olarak belirtildigi durumda bu aciklayici sistem dokimaninda
belirtiimelidir.

8 Sahadaki iletken baglantilari

Kendinden guvenligin bagh oldugu i¢ baglantinin ve bunlarla ilgili alt baglantilarin elektriksel parametreleri
aciklayici sistem dokiimaninda belirtiimelidir. Alternatif olarak, kablonun 6zel bir tipi belirtimeli ve bunun
kullanilma gerekgesi dokiimanda belirtiimelidir. Kablonun 6zel bir tipi belirtildigi durumda bu IEC 60079-
14°deki ilgili 6zelliklere uygun olmalidir.

ilgili oldugu durumda aciklayici sistem dokiimani ayrica her bir 6zel devrenin kullanabildigi ¢cok damarl
kablolarin izin verilebilir tiplerini de IEC 60079-14'de verildigi gibi belirtmelidir. Ayri devreler arasindaki
hatalarin g6z énine alinmadigi 6zel durumda “ i¢ baglanti kablosu diger kendinden glvenlikli devreleri ihtiva
eden bir cok damarli kablonun bélimind kullandiginda ¢ok damarl kablo IEC 60079-14’de belirtildigi gibi tip
A veya tip B ¢ok damarli kablonun &zelliklerine uygun olmalidir” seklindeki bir agiklama agciklayici
dokimanin blok diyagramina dahil edilmelidir.
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9 Kendinden giivenlikli sistemlerin topraklanmasi ve kusaklanmasi
Genel olarak kendinden guvenlikli bir devre ya hi¢ topraklanmamis ya da sadece bir noktada tehlikeli alan ile
birlesik referans noktasina kusaklanmalidir. Gerekli olan izolasyon seviyesi (bir noktadaki hari¢) IEC 60079-
11 Madde 6.4.12’ye uygun 500 V yalitim deneyine dayanacak sekilde tasarimlanmalidir.  Bu 6zellik
karsilanmadigi durumda devrenin bu noktada topraklandigi kabul edilmelidir. Devrenin galvanik olarak her
birisinin sadece bir topraklama noktasi olan alt devrelere ayriimasi sartiyla birden daha fazla topraklama
baglantisina izin verilir.

Ekranlar topraga veya IEC 60079-14’e uygun yapiya baglanmalidir. Yapi ile devre arasinda 6nemli
potansiyel farklarin (10 V'dan daha biylk) meydana gelebildigi bir tesiste kullaniimasi igin bir sistem
amaclandigi durumda tercih edilen teknik, yapidan biraz uzaktaki toprak potansiyelindeki degdismeler gibi
harici etkilerden galvanik olarak izole edilmis bir devre kullanmaktir. Sistemin bir bdlimi 0 bdlgesinde
kullaniimasi amaglandigi durumda 6zel dikkat gereklidir.

Aciklayici sistem dokimani, sistemin hangi noktasinin veya noktalarinin binanin referans potansiyeline
baglanmasi i¢in amaglandigini ve boéyle bir kusagin ilgili 6zelliklerini acik olarak géstermelidir. Bu durum IEC
60079-14’G tamamlayan kaynaklarla saglanabilir. Kendinden glvenlikli sistemin binaya baglandidi nokta
veya noktalar IEC 60079-14’e uygun olarak belirlenmelidir.

10 Yildirnma ve diger elektrikli darbelere karsi koruma
Bir risk analizi bir tesisin 6zellikle yildinma veya diger darbelere hassas oldugunu gdsterdigi durumda
muhtemel tehlikelerden kaginmak igin 6n tedbirler alinmalidir.

Kendinden guvenlikli bir devrenin bdlumu tehlikeyi artiracak veya 0 bolgesi icinde zararli potansiyel
farklarinin bir riski olacak sekilde bir 0 bdlgesinde tesis edilirse bir darbe koruma cihazi tesis edilmelidir.
Darbe koruma ekran dahil kablonun her bir iletkeni ile iletkeninin henliz yapiya kusaklanmadigi durumda
yapi arasinda gereklidir. Darbe koruma cihazi 0 bélgesinin disina, ancak tercihan 1 metre iginde olmak lGzere
pratikte mimkin oldugunca 0 bélgesinin sinirina yakin tesis edilmelidir.

1 ve 2 bdlgelerindeki cihaz i¢in darbe koruma, oldukga ylksek hassas yerler igin sistem tasarimina dahil
edilmelidir.

Darbe koruma cihazi 10 kA olan en kiglk tepe bosalma akimini baska yéne saptiracak yetenekte olmalidir
(IEC 60060-1’e gore 10 calisma icin 8/20 ps’lik darbe). Koruma cihazi ile yerel yapi arasindaki baglanti 4
mm? bakira esdeger olan en kuguk kesit alanina sahip olmalidir. 0 bdlgesindeki kendinden guvenlikli cihaz
ile koruma cihazi arasindaki kablo yildirnmdan korunacak sekilde tesis edilmelidir. Kendinden glvenlikli bir
devrenin icine yerlestirilen herhangi bir darbe koruma cihazi, kendisinin amaclanan yeri igin uygun sekilde
patlamaya kargi korunmus olmalidir.

Gaz bosalmal tipler ve yari iletkenler gibi dogrusal olmayan cihazlar vasitasiyla devreyi ve yapiyi birbirine
baglayan darbe koruma cihazlarinin kullanilmasi, normal ¢alismada cihaz iginden 10 yA’den daha az akim
gegmesi sartiyla kendinden glvenlikli bir devreyi olumsuz olarak etkiledigi kabul ediimez.

Not — 500 V’daki yalitim deney islemi iyi kontrol edilen sartlar altinda yapilirsa bu durumda parafudur
cihazlarinin 6lgmeyi gegersiz yapmasini dnlemek icin devre disi birakilmasi gerekli olabilir.

Parafudur tekniklerini kullanan kendinden guivenlikli sistemler, yukarida belirtilen kriterler g6z 6niine alinarak
dogrudan olmayan coklu topraklamanin etkisinin yeterli dokiman haline getirilmis uygun bir analiziyle
desteklenmelidir. Parafudur cihazlarinin kapasitansi ve endiiktansi kendinden glvenlikli sistemin
deg@erlendiriimesinde dikkate alinmalidir.

Ek F kendinden glvenlikli bir sistemin darbe korumasinin tasariminin bazi hususlarini belirtir.
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11  Kendinden guvenlikli bir sistemin degerlendirilmesi

11.1 Genel

Bir sistem ayri olarak IEC 60079-11’e uygun olmayan cihaz ihtiva ettigi durumda bu sistem bir bitin olarak
analiz edilmelidir. Bu sistem sanki tek bir cihaz gibi analiz edilmelidir. Kategori “ia” sistem IEC 60079-11
Madde 5.2°deki kriterlere uygun olarak analiz edilmelidir. Kategori “ib” sistem IEC 60079-11 Madde 5.3’teki
kriterlere uygun olarak analiz edilmelidir. Cihazin igindeki hatalara ilave olarak Madde 11.3'te verilen saha
baglantisi icindeki hatalar ayrica dikkate alinmalidir.

Not 1 — Bir bltin olarak sisteme hatalarin uygulanmasinin cihazin her bir pargasina hatalarin
uygulanmasindan daha kolay oldugunun farkina varilmistir. Bununla birlikte bu durumun kabul
edilebilir bir gtivenlik seviyesini sagladigi kabul edilir.

Batin gerekli bilgilerin mevcut oldugu durumda IEC 60079-11’e uygun olan cihaz kullanilirken bir butin
olarak sisteme hata sayisinin uygulanmasina izin verilir. Bu durum ayri olarak analiz edilen veya deneyden
gegirilen cihazin giris ve ¢ikis karakteristiklerinin daha ¢ok agik olarak yapilan mukayesesine alternatif bir
¢6zimdur. Bir sistem sadece IEC 60079-11’e uygun ayri olarak analiz edilmis veya deneyden gegiriimis
cihaz ihtiva ettigi durumda sistemin ihtiva ettigi bitiin cihazlarin uyumlulugu gdsterilmelidir. Cihaz icindeki
hatalar 6nceden dikkate alinmig oldugundan bu hatalarin ilave olarak yeniden incelenmesi gerekli degildir.
Bir sistem tek bir gli¢ kaynagi ihtiva ettigi durumda glic kaynaginin ¢ikis parametreleri muhtemel kablo
arizalarini dikkate alir ve sonug olarak bu arizalarin tekrar dikkate alinmasina gerek yoktur. EK A, bu basit
devrelerin analizinin ilave ayrintilarini ihtiva eder.

Cihaz ayn kendinden guvenlikli devreleri muhtemel olarak birbirlerine baglayabildigi durumda, érnek olarak
iki ayri direng sargili direngli termometre gibi, birbirlerine baglanmis devreler tek bir devre olarak
degerlendirilmelidir.

Bir sistem birden daha fazla dogrusal gi¢ kaynagdi ihtiva ettiginde, bu durumda birlesik glic kaynaklarinin
etkisi analiz edilmelidir. Ek B, ¢ok sik olarak olusan kombinasyonlarinda kullanilacak olan analizi gosterir.

Kendinden glvenlikli bir sistem birden daha fazla gli¢ kaynagi ihtiva ederse ve bu kaynaklarin birisi veya
daha fazlasi dogrusal degilse, Ek B’de tanimlanan degerlendirme metodu kullanilamaz. Kendinden guvenlikli
sistemin bu tipi icin kombinasyon tek bir dogrusal olmayan gii¢ kaynagi ihtiva ederse Ek C sistem analizinin
nasil yapilabildigini agiklar.

Not 2 — ilave uzman tavsiyesi gerekliyse bu tavsiye, IECEx programi altinda kabul edilmis onaylama kurumu
(ACB) gibi bir kurumdan alinmalidir.

Sekil 1 sistem analizinin prensiplerini gosterir.
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11.2 Enduktif devrelerin analizi
Bir cihaz dokiimantasyon veya yapilistan dolay! iyi tanimlanmis endiktans ve dirence sahip oldugu durumda
sistemin enduiktif hususlarinin giivenligi Ek D'de tanimlanan islemle onaylanmalidir.

11.3 Saha baglantisindaki hatalar
Saha baglantisi hatasinin incelenmesini gerektiren bir sistem tasarimlandiginda asagidaki hatalar
uygulanmalidir.

a) Herhangi bir sayidaki saha baglanti iletkenleri agik devre edilmelidir.
b) Herhangi bir sayidaki saha baglanti iletkenleri ile ekranlari arasinda kisa devre edilmelidir.

c) Herhangi bir noktada zirha veya kusaklanmis yapiya olan hata . Bu analizin amaglari igin yapidaki veya
zirhtaki donds yolunun sifir empedansa sahip oldugu ve devreye herhangi bir akim veya gerilim
uygulamadig! kabul edilmelidir.

ic baglanti kablolarinin kabul edilebilir parametreleri IEC 60079-11 Madde 10.4.2'ye uygun 1,5 glvenlik
faktord kullanilarak hesaplanmalidir.

11.4 Tip onaylari ve tip deneyleri
Bir sistemin yeterli sekilde guivenlikli olmasini saglamak igin tip onaylarinin ve tip deneylerinin yapilmasinin
gerekli oldugu durumda IEC 60079-11 Madde 10’da belirtilen metotlar kullaniimalidir.

12 isaretleme
Sistem igindeki buttin cihazlar kolaylikla taninabilir olmalidir. ‘Basit cihaz’ olmasi durumunda izlenebilir cihaz
tanitim etiketi kabul edilebilir.

Asgari 6zellik, ilgili agiklayici sistem dokimaninin kolaylikla izlenebilir olmasidir. Bir kabul edilebilir teknik ise
sirasiyla agiklayici sistem dokimanini listeleyen ve cevrimsel (loop) dokimanini tanimlayan agik cihaz
cevrim sayisidir.

Sistem btlin olarak degerlendirildigi ve IEC 60079-11’e uygun bulundugu durumda cihazin her bir pargasi
IEC 60079-11’e uygun olarak isaretlenmelidir.
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Ek A

Kendinden glivenlikli basit bir sistemin degerlendirilmesi
Bu basit analiz sadece s6z konusu sistem tek bir gli¢ kaynagi kullandiginda uygulanabilir.
Sekil A.1’deki érnekte gosterilen basit sistemin kabul edilebilirligini belirleme islemi asagidaki gibi olmalidir.

a) Belgelendiriimis cihazin minferit iki parcasi igin bilgiler dikkate alinarak sistemin kategorisi veya grup alt
bdlimleri belirlenir. Sistem cihazin iki pargasinin en diglk ortak paydasini kabul eder. Bdylece cihazin
herhangi bir pargasi “ib” ise bu durumda sistem “ib” dir. Grup alt b6lim0, azalan hassasiyet sirasinda en
az hassas grup IIC, 1IB, IIA vasitasiyla belirlenir. Sekil A.1°de gosterilen 6rnekte sistem Ex ia 1IC olur.
Sistemdeki farkli bolimlerin farkli kategoriye ve siniflandirmaya sahip olmasina izin verilir. Bu sartlarda
aciklayici sistem dokimani devrelerin ayri bélumlerini acik olarak tanimlamalidir.

b) Gerilim, akim ve gii¢ parametreleri asagidaki gibi kontrol edilir.

Up< U

Kendinden guvenlikli cihazin etkin giris direnci belirtildigi durumda izin verilen giris akiminin hesaplanmasi bu
parametreyi ihtiva edebilir. Gosterilen 6rnekte higbir problem yoktur.

c) Bagl kaynagin akim veya gug¢ parametrelerine bagl olabilen kendinden guvenlikli cihazin sicaklik
siniflandiriimasi belirlenir.

d) En buyik izin verilen kablo kapasitansi [C.] gli¢ kaynagdi igin izin verilen kapasitanstan [Cy] kendinden
glvenlikli cihazin etkin giris kapasitansinin [Cj] ¢ikariimasiyla elde edilir. Diger bir ifadeyle C; = Cy - C;
dir.

e) En blyik izin verilen kablo endlUktansi [L;] gu¢ kaynadi icin izin verilen endiktanstan [Lo] kendinden
guvenlikli cihazin etkin giris endiiktansinin [L;] gikariimasiyla elde edilir. Diger bir ifadeyle L, = Lo - L; dir.

f)  Gug kaynagi bir direngle sinirli dogrusal kaynak oldugu durumda izin verilebilir L. / R; orani Ek D’ye
uygun olarak belirlenir.

Bazi gli¢ kaynaklari, érnek olarak alternatif akim isaretleri igin amaclanan sont diyotlu guivenlik bariyerleri gibi
cift yonlG olabilir. Bu sartlarda her iki polarite ¢ikislarinin etkisi dikkate alinmalidir.
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TEHLIKELI ALAN TEHLIKELI OLMAYAN ALAN
Kendinden giivenlikli cihaz Sistem Bagh cihaz
[Exia} lIC
Exia lIC T4 ExiallC Uo 28V
Ui 30V lo 93 mA
l; 120 mA Po 0,65 W
P 1,2W Lo 3 pH
Li 10 uH Lo/Re¢ 54 yH/IQ
Ci 1nF Kablo parametreleri Co 83 nF
L 3 mH
LJ/Rc 54 uH/IQ
C. 82 nF

Sekil A.1 — Bagl cihaz ile kendinden glivenlikli cihazin birbirlerine baglantisi
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Ek B

Birden fazla giu¢ kaynagi bulunan devrelerin degerlendiriimesi

Bu analiz sadece g6z 6nune alinan gu¢ kaynaklari dogrusal direngle sinirlandiriimis ¢ikis kullandiginda
uygulanabilir. Akim sinirlamanin diger bigimlerini kullanan gii¢ kaynaklarina bu analiz uygulanmaz.

IEC 60079-14, Ek B kesin sonuglari veren guvenlikli bir tesis saglayan basit bir islemi ihtiva eder ve bu eke
bir alternatif olarak kullanilabilir.

Birden daha fazla gi¢ kaynaginin oldugu ve IEC 60079-11’e uygun mekanik kararlilik ve uygun fark
g6zetme saglamak i¢in i¢ baglantilarin kontrol edilen sartlar altinda yapildigi durumda i¢ baglantilarin agik ve
kisa devre yapmada basarisiz oldugu, ancak baglantilarin ters ¢evrilmesinde veya seri baglantinin paralel
baglantiya veya paralel baglantinin seri baglantiya degismesinde ise basarisiz olmadigi kabul edilir. Bir raf
icinde veya uygun kalite kontrol ve deney duzenekleri olan bir yerde yapilmis olan bir panoda yapilan i¢
baglantilar gerekli olan batunlGgln yeterli derecesinin bir rnegidir.

Sekil B.1 olagan seri bagli kombinasyonu gosterir. Bu seri bagli durum, U; + U, toplamina esit olan Uy agik
devre gerilimini meydana getirir, ancak U, - U, deg@erine esit bir gerilimin olasiligini dikkate almaz. Sistem
glvenliginin dikkate alinmasinda Ug gerilim U4, U, ve Ug = U, + U, ve bunlara karsilik gelen 14, I, ve bunlarin
birlesimi,

U, +U, o
lg = akimlari birlikte g6z énune alinir.
R +R,
Ug esdeger devrenin her biri IEC 60079-11 Cizelge A.1 kullanilarak giivenlik igin degerlendiriimelidir. Daha
sonra Ly, Lo/Ry ve Cy degerleri her bir devre igin olusturulmali ve en problem yaratacak deger kendi ilgili
esdeger devresiyle birlikte kullaniimalidir.

1,5 olan glivenlik faktorl bitin sartlarda bu degerlerin belirlenmesinde kullaniimalidir.

Not — iki gerilim eklendigi durumda birlesik devre kapasitif rakami belirler. Ancak, endiiktans ve Lo/R, orani
kendilerinin gbz 6nlne alindigi ayri devrelerin biri vasitasiyla belirlenebilir. En kiiglk endiktans daima
en buyuk devre akimiyla ayni zamanda meydana gelmez ve en kiguk Lo/R, orani da en kiguk
enduktans ile ayni zamanda meydana gelmeyebilir.

Esdegder devrelerin her birisinden mevcut olan uyumlastinimig gug¢ belirlenmelidir. Birlegik devrenin
uyumlastinimig gicu, kaynaklar ayni ¢ikis akimina sahip olduklarinda sadece her bir devreden mevcut olan
glcun toplamidir.

Gug kaynaklari Sekil B.2’'de gosterildigi gibi paralel baglandiginda dg¢ akim |4, I, ve Iy = |1 + |, bunlara karsilik
gelen U4, U, ve

UR, +U,R, N o
Uy = —————— gerilimleri dikkate alinmalidir.
R +R,

Ug esdeger devrenin her biri IEC 60079-11 Cizelge A.1 kullanilarak givenlik igin degerlendiriimelidir. Daha
sonra Lo, Lo/Rg ve Cy degerleri her bir devre igin olusturulmali ve en problem yaratacak deger kendi ilgili
esdeger devresiyle birlikte kullaniimalidir. U¢ esdeger devrenin her birisinden mevcut olan uyumlastiriimig
glc ayrica elde edilmelidir. Birlesik devrenin uyumlastiriimis glcu, sadece kaynaklar ayni ¢ikis gerilimine
sahip olduklarinda her bir devreden mevcut olan giictn toplamidir.

iki gliic kaynadi kendinden giivenlikli ayni devreye baglandigi ve bunlarin ic baglantilari Sekil B.3'te
gOsterildigi gibi glvenlikli i¢c baglantilar tarafindan iyi bir sekilde tanimlanmadigi durumda glic kaynaklarinin
hem seri hem de paralel baglanabilmesi olasiigi mevcuttur. Bu durumlarda butin muhtemel esdeger
devreler dizenlenen her iki islemden sonra degerlendirilmelidir. En problem yaratacak ¢ikis parametreleri ve
esdeger devreler kendinden glvenlikli sistemin batinligint elde etmek icin kullaniimalidir.

10
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Tehlikeli alan cihazi, kendisinin 6nemli ¢cikis parametrelerine sahip olmasi sonucunu meydana getiren bir gli¢
kaynag ihtiva edebilir (6rnek olarak i¢ bataryalardan). Bu durum meydana geldiginde sistemin analizi, bagh
cihazdaki herhangi bir glic kaynagi ile bu gii¢ kaynadinin kombinasyonunu ihtiva etmelidir. Boyle bir analiz
normal olarak saha badglantisindaki muhtemel hatadan dolay! birbirlerine olan i¢ baglantinin tersine
cevrilmesini intiva etmelidir.

Temsili esdeger devreler olusturduktan sonra bu devreler tek bir gii¢ kaynagdi varmig gibi kullanilabilir ve Ek
A’da 6nceden agiklanmig olan iglem sistemin bir butliin olarak kabul edilebilir glvenlikli olup olmadigini
belirlemek icin kullanilabilir.

Farkh c¢ikis gerilimleri olan iki veya daha fazla gi¢ kaynag birbirlerine baglandiklarinda bu durumda olusan

sirkiilasyon akimi regulasyon devrelerinde ilave kayba sebep olabilir. Devrelerin geleneksel akim sinirlama
direncine sahip oldugu durumda ilave kaybin kendinden givenligi olumsuz olarak etkilemedigi kabul edilir.

11
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Cikis
parametreleri
Gug kaynagi 1 U, Gy
[ @+
Ayrica asagidakiler I L,
analiz edilir U =Ui+ U, °-
U, l4
R  L4/Ry
ve
| U +U, U c
0= Gig kaynagi 2 2 2
R +R,
@+ |2 L2
U, I,
® o~
R2 Lo/R,
Sekil B.1 — Seri bagh gug¢ kaynaklari
Cikis
parametreleri
Gug kaynagi 1 u G
PY +
Ayrica agagldakﬂer l4 L,
o U R, +U,R, -
analiz edilir Upy=s ————
R +R,
U, l4 R L4/Rq
ve
lo=11+1 N N
o Gig kaynagi 2 U, C,
ot L Lo
U, I
L ]
R2 Lo/R;

12

Sekil B.2 — Paralel bagh gu¢ kaynaklari
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TEHLIKELI ALAN TEHLIKELIKESIZ ALAN
Kendinden guvenlikli cihaz Birlesik cihaz
1
[ o
[ - — o
Seri bagh
Up=U;+ U,
| U +U,
" R +R,
2
@ L J
@ L J
Paralel bagh
|o = |1 + |2
_UiR, +U,R,
" R +R,
Aciklama
1 Gu¢ kaynagi 1
2 Gulg kaynagi 2

Sekil B.3 — Rasgele baglanmis gui¢ kaynaklari

Uy

R;

C4

L

L+/Rq

Cz

L,

Lo/R,
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EkC
(Bilgi igin)

Dogrusal ve dogrusal olmayan kendinden guivenlikli devrelerin
birbirlerine baglantisi

Bu konu uzun bir siredir etkin inceleme altinda olup, hala gelistirimeye devam edilmektedir. Bu ek buyuk bir
deney merkezinin dikkate aldi§1 gorusu igermektedir ve etrafli olarak yeniden gézden gegcirilmistir. Su anda
mevcut olan en kapsamli bilgidir ve kullanimina iligkin genis bir tecriibe de bu eke dahil edilmistir.

Dogrusal olmayan gli¢ kaynaklarinin uygulanmasi ve tasarimi uzman bilgisini ve uygun deney cihazlarina
erisilmesini gerektirir. Yetkili bir deney merkezi 6zel bir glic kaynaginin yeterince giivenli oldugu konusunda
kendisinin ikna oldugu durumda bu standarda uygun olarak bir sistem tasarimlamasina izin verilebilir. Boyle
bir sistemle ilgili 6zel sartlar birlikte verilen dokiimantasyonda agik olarak ifade edilmelidir.

Dogrusal olmayan cikiglar kullanan gi¢ besleme kaynaklarinin bir kombinasyonunun guvenlik analizi
yapildi§i durumda iki devrenin etkilesimi regllasyon devresi bilesenlerindeki kayipta 6nemli bir artisa sebep
olabilir. Bu faktér dikkate alinmalidir. Dogrusal ve/veya yamuk bigiminde isaretler veren kaynaklarla birlesik
regulasyon yari iletkenleri ihtiva eden sadece bir gii¢ kaynagina sahip olunmasi tavsiye edilir.

C.1 Giris

IEC 60079-14’deki tesis kurallari, operatore birgok kendinden glvenlikli devreyi birbirlerine baglayarak
birlestirmek igin tehlikeli bir alaninin kontrol etmesine izin verir. Bu durum ayrica birgok ‘bagli cihazin’ (diger
bir ifadeyle normal galismada veya sadece ariza sartlari altinda aktif) bulundugu durumu da ihtiva eder (IEC
60079-14 Madde 12.2.5.2’ye bakilmalidir). Bu yapildidi yerlerde birbirine baglantinin kendinden guvenliginin
hesaplanmis veya deneye bagl dogrulandiinda bir deney merkezi veya yetkili bir mihendis bulundurmak
gerekli degildir.

Deneye bagh dogrulama, birlesik elektrikli cihazin givenlik faktori dikkate alinarak IEC 60079-11'e gore
standard kivilcim deney cihazi kullanilarak yapilmalidir. Bu durumda en olumsuz tutusma sartlarina yol agcan
bazi ariza sartlari — ‘en koéti durum’ yaklasimi — dikkate alinmalidir. Béylece dogrulamanin bu metodu
¢ogunlukla pratikteki zorluklari karsilar ve genellikle deney islemi merkezleri igin kullanilir.

Birbirine baglantinin hesaplama vasitasiyla olan bir degerlendiriimesi, mevcut elektrikli kaynaklari Sekil
C.1a)'da gosterildigi gibi dogrusal bir i¢ dirence sahipse en azindan direng devreleri igin kolaylikla yapilabilir.
Bu durumda IEC 60079-11’deki tutusma siniri egrileri uygulanir ve IEC 60079-14 Ek A veya bu standard da
Sekil C.7 ve Sekil C.8'de tanimlanan metot kullanilabilir.

14
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Sekil C.1a) — Dogrusal karakteristikler
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Sekil C.1b) — Yamuk bicimindeki karakteristikler
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Sekil C.1c) — Dikddrtgen bigimindeki karakteristikler

Sekil C.1 - Direng devrelerinin esdeger devresi ve ¢ikis karakteristikleri

Birinci adim bagl cihazdan kaynaklanan akim ve gerilimin yeni en blylk degerlerini degerlendirmektir. Bagh
cihazlar Sekil C.2a)’da gosterildigi gibi birlestirilirse seri bir baglanti elde edilir. Munferit alt elemanlarin en
blylk agik devre gerilim degerleri, Ug, toplanir ve alt elemanlarin kisa devre akimlarinin en biyik degeri lg
alinir.Sekil C.2c)deki gibi olan bir dizenlemede paralel baglanti elde edilir. Agik devre geriliminin en buyuk
degeri alinirken kisa devre akimlari toplanir.

Cihazin duzenlenmesi polariteye gore agik bir sekilde tanimlanmamigsa (Sekil C.2e)'de oldudu gibi) dikkate

alinan ariza durumuna bagl olarak seri veya paralel baglanti olabilir. Bu durumda her ikisi igin ancak ayri
olarak gerilim ilavesi ve akim ilavesi kabul edilmelidir. En olumsuz degerler bir temel olarak alinmalidir.

15
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Sekil C.2a) — Gerilim ilavesinin oldugu seri baglanti

Y

Sekil C.2b) — Gerilim ve muhtemel akim ilavesinin oldugu seri baglanti
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Sekil C.2c) — Akim ilavesinin oldugu paralel baglanti

16
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O +
O
O +

Sekil C.2d) — Akim ve muhtemel gerilim ilavesinin oldugu paralel baglanti

+
|
+
|

Sekil C.2e) — Akim ve gerilim ilavesinin oldugu seri veya paralel baglanti

Sekil C.2 — Birbirlerine olan baglantilar icin akim ve/veya gerilim ilavesi

Akim ve gerilimin yeni en blytk degerlerinin belirlenmesinden sonra kombine devrenin kendinden guivenligi,
direng devresi icin guvenlik faktoru dikkate alinarak IEC 60079-11°de verilen tutugsma sinir egrileri vasitasiyla
kontrol edilmeli ve harici endiktans L, ile kapasitans Cy‘in yeni en buyUk izin verilebilir degderleri
belirlenmelidir. Ancak, burada IEC 60079-14 Ek A’da verilen islem asagida verilenlerin sebep oldugu bir
zafiyet gOsterir.

—  En buylk izin verilebilir endiktanslar sadece 24 V olan en biyuk gerilim i¢in gegerlidir.

— Hem endlktansin hem de kapasitansin olusmasi dikkate alinmaz.
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Sadece aglik devre gerilimlerini ve kisa devre akimlarini esas alinarak isleme devam edilirse elde edilen
glvenlik faktorl, 20 V Uzerindeki gerilim araliginda arzu edilen 1,5 de@erinden yaklasik olarak 1,0’e kadar
azalir. Batin munferit cihazlar kategori "ia” yi karsilasa bile IEC 60079-14’g6re olan birbirine baglanti genel
olarak sadece kategori “ib” yi karsilayabilmesinden dolayi bu durum kabul edilebilir gérintr. Ancak, disuk
gerilimler olmasi durumunda glvenlik faktéri 1,0 degerinin altina 6nemli derecede dusebilir. Boyle bir

yaklasim glvenlik agisindan etkin olmaz.

Bir devre iginde bir veya daha fazla aktif kaynak dogrusal olmayan karakteristiklere sahipse, yuksiz
gerilimler ve kisa devre akimlarinin esas alan degerlendirme sadece orijinal amaci karsilamaz.

Uygulamada ‘yamuk’ bigiminde ¢ikis karakteristigine sahip kaynaklar (Sekil C.1b’ye bakilimalidir) kullanilir ve
elektronik akim sinirlayici cihazlar kullanilirsa ‘dikdértgen’ ¢ikis karakteristikleri (Sekil C.1c’ye bakilmahdir)
¢ogunlukla meydana gelir. Boyle devreler i¢in IEC 60079-11’deki tutusma sinir egrileri kullanilamaz. Bundan
dolay! bu standard, diyagramlar vasitasiyla dogrusal olmayan devreler dahil sebekelerin kombinasyonunun
glvenlik degerlendiriimesine izin veren bir metodu tanimlar. Yeni bir bilgisayar destekli kivilcim tutusma
modeli, hem dogrusal olmayan kaynaklar hem de devredeki kapasitans ve endiktansin ayni zamanda
meydana gelmesi icin elde edilecek olan istenen guvenlik faktérinu saglar.

Burada anlatilan islem bdlge 1 ve patlama grubu IIC ile 1IB igindir. Sadece basit dikddrtgen veya dogrusal
devreler olmasi durumunda miunferit devrelerin veya kendinden glvenlik parametrelerinin tanimlanmasi
cihazi agiklamak i¢in kullanilacak olan birbirine baglanti icin bir &lgl aletinin burada &nerildigi
vurgulanmalidir.

C.2 Dogrusal olmayan devrelerin temel tipleri

C.2.1 Parametreler

Aktif devrelerin kendinden guivenligi degerlendirilirken i¢ direncin ve kaynak geriliminin bilinmesi gereklidir.
En basit durumda kaynak, U, gerilim ve R; i¢ direng ile veya Ug ve |y kisa devre akimiyla olmak Uzere iki
(sabit) elektrikli deger ile karakterize edilebilir (Sekil C.1a)ya bakilmalidir). Uy gogunlukla zener diyotlarla
belirlenir. Uy ve Il IEC 60079-11'de tanimlanan ariza sartlari altinda meydana gelebilen en buyuk
degerlerdir. Sekil C.1a)’da belirtilen durumda karakteristik dogrusaldir. Bununla birlikte uygulamada sadece
birkag¢ devre bu basit sekilde temsil edilebilir.

Ornek olarak harici akim sinirlama direnci ile donatiimis bir batarya higbir sabit i¢ dirence sahip degildir. Ayni
sekilde kaynak gerilimi sarjin derecesinin bir fonksiyonu olarak degisir. Bu sekildeki pratik devrelerin
davranisini incelemek icin bu devreler, agik olarak gercek devreden daha az tutusmaya sebep olma
yeteneginde olmayan kendilerinin daha basit esdeder devreleri tarafindan temsil edilirler. Batarya olmasi
durumunda en buyuk agik devre U, olarak ve harici direng ise Sekil C.1a)daki R; olarak alinabilir. Bu
esdeger devre dogrusal bir karakteristige sahiptir.

Ayrica dogrusal olmayan devreler c¢ogunlukla Sekil C.1b) ve Sekil C.1c)de gosterilen iki temel tipe
indirgenebilir. Yamuk bigimindeki karakteristikli (Sekil C.1b) kaynak ¢ikis uglarinda bir gerilim kaynagindan,
bir direncten ve ilave gerilim sinirlayici bilesenlerden (6rnek olarak zener diyotlar) meydana gelir. Sekil
C.1c’deki dikdortgen karakteristik bir elektronik akim dlzenleyici vasitasiyla sinirlandiriimis akima sahiptir.
Farkli sebekelerin ¢ikis giicl géz 6nlne alinirsa, atesleme kivilcimi ayrica bir ‘yik’ ve gbéz éniine alinacak
olan besleme kaynagina bunun uyumlastiriimasindan dolayi farkli ategleme siniri degerlerinin uygulanacagi
acik olarak goérulir. Sekil C.1a)’da gosterilen gu¢ kaynadindan elde edilen mevcut en buyik gic asagidaki
gibidir:

Penbiryik = ¥2 Ug X lo

ve yamuk bigimindeki karakteristik (Sekil C.1b)) icin ise,

Penbiyik = ¥a Ug X lo (Uo > 72 X Uq igin), veya

Penbiyik = Ua X (Uqg —Up) /R (Ug =72 x Uq igin)

dir.
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Sekil C.1b))’ deki yamuk bigimindeki karakteristik Ug sonsuza dogru giderken Sekil C.1c))'deki dikdortgen
karakteristik halini alir.

Burada:
PenbUyUk =Uox o
dir.

Bir kaynagin komple elektrikli tanimi icin dogrusal ve dikdértgen karakteristikler icin iki parametreye ve
yamuk karakteristik (Cizelge C.1) igin ise ¢ parametreye ihtiyag vardir.

Cizelge C.1 — Cikis karakteristiklerini tanimlamak igin gerekli parametreler

Karakteristik Gerekli parametreler
Dogrusal, Sekil C.1a) Up, loveya Uy, R
Yamuk, Sekil C.1b) Up,Uq,RveyalUy, R, lgveya Uy, Ug, lo
Dikdortgen, Sekil C.1c) Uo, lo

C.2.2 Belgelerde verilen bilgiler

IEC 60079-14 Madde 12.2.1 veya Madde 12.3'e gdre aktif kendinden glvenlikli devreleri olan cihaz
belgelendiriimesi gerektiginden dolayi kendinden guvenlikli devreler ile kombine olmasi gereken munferit
cihaz igin karsilik gelen elektriksel parametreleri ihtiva eden daima bir deney belgesinin oldugu kabul
edilebilir.

Guvenlik amagli herhangi bir degerlendirmede birinci adim muiinferit devrelerin karakteristik tipinin ve birlesik
elektriksel parametrelerinin belirlenmesi olmalidir. Cihazlarin devre diizenlemeleri ve i¢ yapilisi kullanici
veya operator tarafindan normal olarak bilinmediginden bunlar deney sertifikasinda verilen elektrikli verilere
glivenmek zorundadir.

Genellikle verilen degerler agagidaki gibidir:
Acik devre gerilimi (burada Ug olarak adlandiriimistir), kisa devre akimi (burada |y olarak adlandiriimistir) ve
normal olarak mevcut en buyuk gu¢ Py dir. Cogunlukla bu degerlerden karakteristik tip hakkindaki bilgileri

sonuglandirmak mimkdnddr.

Ornek (en biyiik degerler):

Ug=12,5V
|0=0,1 A
Po =313 mW

Po acik devre gerilimi ile kisa devre akiminin ¢carpiminin doértte biri oldugunda bu Ornekte dogrusal bir
karakteristigin (Sekil C.1c)) etkin oldugu sonucu ¢ikarilabilir.

Ornek (en buyiik degerler):

Upo=20,5V
lp =35 mA
Po=718 mW

Burada Py acik devre gerilimi ile kisa devre akiminin ¢arpimidir ve bu durumda dikddrtgen karakteristik
(Sekil C.1c))de verilmistir.
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Bazi durumlarda, gli¢c beyan degerleri sabit durum igin (ardisik olarak baglanmig bilesenlerin isinma etkisi)
belirtildiginden ve akim veya gerilim degerleri ise dinamik durum (kivilcim ateslemesi) igin verildiginden gucg,
akim ve gerilim igin degerler yukaridaki degerlere karsihk degildir. Bir siphe oldugu durumda kivilcim
ateslemesi bakimindan i¢ bagdlanti icin esas olarak alinacak karakteristigin dogrulanmasi gereklidir.

Yamuk bicimli karakteristik olmasi durumunda deney belgesindeki bilgiler gogunlukla bu karakteristigi
belirtmek igin yeterli degildir. Uglincl parametre olarak Uq veya R yoktur (Cizelge C.1’e bakilmalidir).

R ildve parametre olarak verildigi durumda asgari karigikhk olur. Bundan dolayi R genel olarak deney
belgelerinde verilmelidir. Bu durumda Uq parametresi (Sekil C.1b)) Ug = Iy x R formiliinden elde edilebilir.

Birgok durumda deney belgesi ayrica dogrusal olmayan devrelerin karakteristik bi¢cimi de vermelidir.
Bir 6rnek asagidaki gibi olabilir:

En buyulk degerler (yamuk bigimli karakteristik)

Up=13,7V

lp =105 mA

R=4380Q

Po=1010 mW

Temsil edilen karakteristik Sekil C.3a)’da gosterilmistir. Sekil C.3b) glivenlik esdeger devresini gosterir.
Hesaplama asagidaki gibidir:

Ug=1lpxR=46V ve

Po = (Uq — Ug) X Ug/R = 1010 mW
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Sekil C.3a) — Cikis karakteristikleri

438 Q !
+ O ] O —
46V 13,7V ZS ZS U

- O O

Sekil C.3b) — Esdeger devre
Sekil C.3 — Yamuk karakteristikli bir kaynagin ¢ikis karakteristikleri ve esdeger devresi

Bu yolla, i¢ baglanti icin ihtiya¢ duyulan veriler deney belgesinde verilen bilgilerden elde edilebilir. Daha eski
olan belgelerde higbir veri yoksa degerler cihazin imalatgisindan veya deney merkezinden elde edilmelidir.

Kendinden guvenlikli devrelerin tasariminda i¢ baglantilari ve kombine alt cihazlarin sayisini disuk tutmak
icin daima bir ¢gaba sarf edilmelidir. Ariza sartlarinin dikkate alinmasi ayrica gerekli oldugundan bu konu her
zaman pratik olarak saglanamaz. Bu durum normal ¢alismada kaynak olarak davranmayan bazi cihazlarin
hatalar olmasi durumunda da kaynaklar olarak kabul edilmesi demektir.

Ornek olarak olgl transdiizerleri, grafik giziciler vb gibi cihazlarin pasif girisleri glvenlik noktasindan
bakildiginda ayrica aktif kaynaklar olarak davranabilir. Bundan dolayi belgelerde goésterilen en biyulk
degerlere bakiimalidir. Sonug¢ olarak, bir devrenin c¢alisma karakteristikleri esas olarak glvenlik
karakteristiklerinden sapma gésterebilir. ilgili devrenin agik devre gerilimi U, ve kisa devre akimi Iy igin
belgelerde verilen degerler sadece bazi durumlardaki gegici rejim sartlari icin ifade edilir. Diger taraftan glc
degeri bagh bilesenlerin sicaklik artisi icin dikkate alinmasi gerekli olan kararli durum sartlarini kapsar.

C.3 Birden daha fazla kaynakli kendinden guvenlikli devrelerin birbirine baglantisi

C.3.1 Bileske cikis karakteristiginin belirlenmesi

Kombinasyonu olusturan ve kaynaklar olarak kabul edilen devrelerin ¢ikis karakteristiklerinin bilindigi kabul
edilir (Madde C.2’ye bakiimalidir). Daha sonra normal ¢alismada ve ariza sartlari altinda toplam gerilimi,
toplam akimi veya hem akim hem de gerilim toplamlarinin her ikisinin toplaminin dikkate alinmasinin gerekli
olup olmadidinin birbirlerine olan baglanti tipinden tespit edilmesi gereklidir.

Kombine kaynaklar seri olarak baglanirsa ve Ornek olarak topraga kusaklanmazsa (Madde C.2a’ya
bakilmalidir), bu durumda kaynaklarin polaritesi ne olursa olsun sadece gerilim ilavesi mimkindur. Bileske
cikis karakteristigi grafiksel ilave ile uygun olarak bulunur. Bdylece her bir akim degeri icin minferit
kaynaklarin gerilimleri toplanir. Sekil C.2’deki noktal ¢izgi egrisi farkli durumlardaki bileske karakteristikleri
gOsterir.
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Sekil C.2b)'de gosterilen seri baglh devrelerde yikte her iki gerilim kaynaginin ortak baglantisi oldugu
durumda sadece burada gosterilen yonde her iki kaynagdin polaritesi glivenlik bakimindan sabitlenmezse
(6rnek olarak, bazi glivenlik bariyerleri gibi) akim ilavesi harig tutulabilir. Calisirken veya hata sartlari altinda
polariteyi degistirebilen kaynaklar ile hem gerilim hem de akim ilavesi dikkate alinmalidir (Sekil C.2e)ye
bakilmalidir).

Sekil C.2c)'deki paralel dizenlemede c¢ift kutuplu kaynaklar ile iki kutup her bir durumda baglanirsa sadece
akim ilavesi mimkandar. Gerilim ilavesi bu durumda mUmkun degildir ve bileske karakteristik minferit akim
degerlerinin grafiksel ilavesi ile elde edilir.

Sadece her bir kaynagin bir kutbu diderinin kutbuna baglanirsa (Sekil C.2d)) bu durumda burada gésterildigi gibi
kaynaklarin polaritesi bitiin durumlar icin sabitse, sadece gerilim ilavesi hari¢ tutulabilir (6rnek olarak, glivenlik
bariyerleri ile). Aksi takdirde hem gerilim hem de akim ilavesi dikkate alinmalidir (Sekil C.2e)'ye bakiimalidir).

Geligiglzel i¢ baglantilarin dikkate alinmasinin gerekli oldugu bir devre toplulugundaki bir ¢ok devre
baglanirsa (Sekil C.2e)) bu durumda g6z 6nlne alinan ariza sartlarina bagh olarak paralel ve seri bir
baglanti hem akim hem de gerilim ilavesi gbz dnline alinacak sekilde ayarlanabilir. Her iki durum ayni anda
mimkin olmadigindan akim ilavesi ve gerilim ilavesi icin bileske karakteristik ayri olarak elde edilmelidir.
Ayrica bu iglem, iki iletkenden daha fazla iletkeni olan devreler gibi Sekil C.2b ve Sekil C.2d’deki devreler igin
kusku duyulan batin durumlarda da gereklidir. Bu sekilde elde edilen sonu¢ daima guvenli olacaktir.

C.3.2Baglantinin giivenlik degerlendiriimesi ve en biiyik izin verilebilir kapasitans ve
enduktansin belirlenmesi

Kombine devre igin bileske karakteristik Madde C.3.1°’de ayrintilari verildigi gibi belirlenmis oldugunda bir
sonraki adim kendinden guvenligin analizidir. Bu amag icin Sekil C.7 ve Sekil C.8'de verilen diyagramlar
kullaniimalidir. Bunlar, kombine devrede verilen endiktans ve akim ile gerilimin yeni en buylk degerleri ile
dogrusal kaynak karakteristikleri (noktali ¢izilmis sinir egrisi) ve dikdértgen karakteristikler (kesiksiz sinir
egrisi) igin izin verilebilir sinir egrisini gosterir. Buna ilave olarak, egriler her durum igin izin verilebilir en
yuksek harici kapasitansi verir. Cizelge C.2 genel bir bilgi verir.

Cizelge C.2 — Diyagramlarin cihaz gruplarina ve endiiktanslara tahsis edilmesi

Sekil Grup izin verilebilir endiiktans Lo
Sekil C.7a) 0,15 mH
Sekil C.7b) 0,5mH
Sekil C.7c) lc 1 mH
Sekil C.7d) 2mH
Sekil C.7¢e) 3 mH
Sekil C.8a) 0,15 mH
Sekil C.8b) 0,5mH
Sekil C.8c) 1B 1 mH
Sekil C.8d) 2mH
Sekil C.8e) 3 mH

Kendinden glvenligi degerlendirmek icin ilk 6nce patlayici grubu ve daha sonra kombinasyon igin gerekli
olan toplam endiktans secilmelidir. Sadece kiicuk endiktanslar (diger bir ifadeyle, higbir kiimelenmis
endiktanslar olmamasi, sadece kisa kablo uzunluklar) ile ilgilenilirse bu durumda en kiglk endiktansli
diyagram secilmelidir (6rnek olarak, grup IIC i¢in Sekil C.7a), grup 1IB i¢in Sekil C.8a)).

Bu durumda bileske c¢ikis karakteristigi ilgili diyagramda bulunur. Madde C.3.1’e uygun olarak akim ve gerilim
ilaveleri dikkate alinirsa bu durumda her iki bileske karakteristik diyagram gizilmelidir.
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Bu diyagram icin enduktansla birlikte kaynaklarin kombinasyonunun ve secilmis patlayici grubunun
kendinden guvenlikli olup olmadigini dogrudan belirlemek bu durumda muidmkinddr. Toplam bileske
karakteristik herhangi bir noktada diyagramda dikdértgen kaynak igin sinir olan egrisini kesmemelidir. ilave
olarak, toplam karakteristigin en blyuk gerilimi ve akimi tarafindan belirlenmis diyagramdaki nokta dogrusal
kaynak i¢in egrinin asagisinda olmalidir.

Elde edilen devrenin en bliyuk izin verilebilir kapasitansi, dogrusal sinir ve dikdértgen sinir igin bileske ¢ikis
karakteristigi tarafindan kesilmeyen en yiksek C, dederi olacak sekilde iki Cq sinir egrisi ailesinden en kiguk
deger olarak bulunur. Daha yuksek izin verilebilir Cy kapasitansi bir uygulamanin amaci icin gerekliyse bu
durumda bu daha kuguk enduktans igin olan bir diyagramla baslayarak elde edilebilir. Ayrica ayni yaklagim
dogrusal veya dikdortgen kaynagin enduktif siniri igin bileske ¢ikis karakteristiginin egriyi kestigi durumda
ayrica kullanilabilir. Diyagramlardaki en kiigiik endiktans degerleri igin bile (0,5 mH) ilgili sinir egrisi (egrileri)
IIC diyagraminda asilirsa bu durumda IIB diyagramlarinin kullaniimasi tavsiye edilir. Ayrica bu sinirlar
asilirsa bu durumda kombinasyon patlayici grup IIB icin de kendinden glivenlikli degildir.

C.3.3 Cikis karakteristiklerinin kullanildigi islem hakkinda tamamlayici yorumlar

Kendinden guvenlikli devrelerin i¢ baglantilarinin guvenlik degerlendirmesi icin Madde C.3.1 ve Madde
C.3.2’de tanimlanan islem temel arastirma c¢alismalarini ve model hesaplamalarini esas alir. Gergek
hesaplama metodu énceki rapordakilerden farklh sonuglar verir.

Gelecekte biraz daha biiyik kapasitanslara kigik gerilim araliginda izin verilebilir. Daha yiksek gerilimler igin fark
3 faktoriine kadar olabilir. Onceki rapordaki diyagramlara zit olarak saf direng devresi igin sinir egdrisi Sekil C.7 ve
Sekil C.8'de ihmal edilir, ancak dogal olarak enduktif sinirlar boyunca elde edilir. Buna ilave olarak dogrusal
kaynaklar icin sinir egrileri buraya eklenmistir. Bundan ayri olarak, grafik islemi genel olarak ayni kalir.

Grafik metot, dikdértgen kaynaklar ve ilgili sinir egrileriyle yapilan mukayesenin yaninda 6zetlenmis dogrusal
olan gergek kaynak karakteristiginin azalmasina dayanir. Sadece gercek kaynak karakteristigi dogrusal veya
dikdortgen oldugu durumda givenlik faktord tam olarak 1,5 olan bir garantiyle diyagramdan elde edilebilir.
Daha kompleks kaynaklarin bazilarinda dogrusal bir zarf veya dikdértgen karakteristik olusturmak faydal
olabilir ve glvenlik faktdrii muhafaza edilir. iki sinir kriteri kullanilirsa gercek giivenlik faktérii biraz daha
kiiclik olabilir (ancak 1’den her zaman daha buyuktir). Bu durum basit grafik metotta kullanilan gergek devre
sartlarinin azaltilmasinin bir sonucudur. Genel uzman gorisu, bélge 1, tesisler géz 6nine alindiginda bunun
kabul edilebilir oldugunu gdstermigtir.

Sekil C.7 ve Sekil C.8de verilen diyagramlar kullanildiginda endlktansin ve kapasitansin birbirlerini
etkilemesi (karisik devre) daima séz konusudur. islem ayrica tamamen dogrusal devrelerin kombinasyonu
icin de kullanilmahdir (Sekil C.1a’ya uygun cikis karakteristigi). Belirtilen metot kimelenmis endlktanslar
veya kapasitanslar ile dagitiimis kablo parametrelerinden elde edilenler arasindaki farki ayirt etmez. 10 ys’ye
kadar olan iletim sireli kablolar s6z konusu oldugu durumda mevcut olan goéris bu farka ihtiya¢ olmadigidir.
Yogunlasmis elemanlara baglh olan hesaplama givenlidir ve dnceden olan hesaplama metotlarina ters
olarak pratikte zorlayici bir sinirlamaya sebep olmaz.

Bu islemin avantaji guvenlik verileriyle ilgili bilgilerin tek bir diyagramdan alinabilmesidir. Bununla beraber
bazi durumlarda burada tanimlanan islem daha ylksek izin verilebilir bir kapasitans verdiginden IEC 60079-
11 Cizelge A.2'ye gobre en biylk kapasitansla en buylk agik devre geriliminin ilave bir mukayesesi
yapiimalidir. Daha sonra degerler yanlis anlamalari 6nlemek i¢in IEC 60079-11'den alinmalidir.

En blylk izin verilebilir harici endiktans ve kapasitans igin elde edilen degerler toplam kombinasyon igin
olan degerlerdir. Diger bir ifadeyle harici baglanti uglarinda etkin olan butiin minferit cihazlarin endiktansi
ve kapasitansi dikkate alinmalidir.

Diyagramlar i¢in kullanilan hesaplama islemi arastirma projeleri sirasindaki tutusma deneylerinden elde
edilen sonuclardan kayda deger sistematik sapmalarin olmadigini gésterir. Birgok deneysel sonu¢un % 10
arahdinda bir belirsizlie sahip oldugu bilinmektedir. Bunun nedeni deney metodu ve kivilcim deneyi
cihazinin kendisidir. Burada verilen metodun daha blyik sapmalara neden olacagi tahmin edilmemelidir.

C.4 Bir ornek vasitasiyla ¢ikis karakteristiklerini kullanan iglemin gosteriligi

Sekil C.4’te gosterilen 6rnekte yikseltegli bir analizér tehlikeli alanin i¢ tarafina yerlestirilir ve kendinden
glvenlikli gi¢ kaynag: tarafindan beslenir (I). Kendinden guvenlikli ylkseltecin ¢ikis isareti (0.....20 mA
isaret) bir gorunta cihazini (1) ve bir grafik giziciyi (1) besler.
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Akim/gerilim ilavesi

Ex ib 1IB devresine bagli

Po=19W, Uy=28,7V, lp =264 mA

Lo = 0,5 mH, Cy =400 nF

Aciklama

1 Kontrol odasi 5 Kaydedicinin en buyuk pasif calisma degerleri:
1V, 31 mA, 10 mW dogrusal karakteristik

2 Anahtar odasi 6 Gugc besleme kaynagi en buyuk degerleri:
Exib 1B 15,7V, 100 mA, 1,57 W,
Lo =1 mH, Cy <650 nF, elektronik akim

3 Alan (tehlikeli bolge) ayarlama dikdortgen karakteristigi

4 Gorunti cihazinin en blylk pasif galisma 7 Yikseltegli analizér (Kendinden guivenlikli cihaz)

degerleri:

12V, 133 mA, 0,4 mW dogrusal karakteristik

Sekil C.4 — Bir ara baglanti érnegi
Analizér kendinden guvenlikli bir cihazdir. Gl¢ kaynagi, gérunti cihazi ve grafik cizici IEC 60079-11’in
kapsami icinde ilgili cihazdir. Normal ¢alismada sadece sebeke besleme kaynagi, goruntu cihazi ve grafik
cgizici pasif iken aktif bir kaynak olarak etkindir. Ancak guvenli analiz i¢in en yliksek muhtemel degerler bir
ariza durumunda ug¢ cihaz i¢in deney belgelerinde bulunan bir temel olarak alinir.
Asagdidaki bilgiler mevcuttur.
. Gic besleme kaynagi
Ex ib lIB koruma tipli ¢ikis
En buylk degerler

Up=157V
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lp =100 mA

Po=157W

Lo=1mH

Co =650 nF

Dikdortgen cikis karakteristigi (Sekil C.1c))
Il Goruntii cihazi

Ex ib IIC koruma tipli giris

En buyulk degerler

Up=12V

lp =133 mA

Po=0,4W

Lo=1,8 mH

Co=14uF

Dogrusal ¢ikis karakteristigi (Sekil C.1a))
1. Grafik gizici

Ex ib IIC koruma tipli giris

En buyuk degerler

U=1V

lo =31 mA

Po=10mW

Lo =36 mH

Co =200 pF

Dogrusal ¢ikis karakteristigi (Sekil C.1a))
Sekil C.4’deki devre diizenlemesiyle ve analizOrdeki ariza sartlarina bagli olarak gerilimler veya akimlar Sekil

C.2e)'deki gibi toplanabilir. Akim ve gerilim ilavesi igin iki toplama karakteristigi ve munferit karakteristikler
Sekil C.5'de gosterilmistir.
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Sekil C.5 — Sekil C.4’de verilen devre igin toplam karakteristik

Kendinden guivenligi kontrol etmek icin iki toplam karakteristigi Sekil C.8b)'de c¢izilmistir (patlayici grup IIB,
L = 0,5 mH) (Sekil C.6a) ve Sekil C.6b)).

Gerilim ilave egrisindeki 18,7 V ve 100 mA’deki kdse noktasinin kritik oldugu asikardir. Bu nokta dikdértgen
kaynagin enduktif sinirina en yakin olmakla birlikte buraya ulagsmaz. Teorik olarak bu noktada 1,9 W olan en
yuksek guce ulasilir.

Kombinasyonun her iki bileske karakteristigi Sekil C.6a) ve Sekil C.6b)’'deki dogrusal ve dikdortgen kaynaklar
icin enduktif sinir egrilerini kesmediginden, glvenlik deneyi olumlu olarak gérinmustir. Mevcut ornekteki
bilesik karakteristigin en blyuk gerilimi (28,7 V) icin Sekil C.6b)’'deki egriler ailesinden kombinasyonun izin
verilebilir en blylk kapasitansi 400 nF olarak alinabilir. IEC 60079-11 Cizelge A.2 28,7 V grup IIB igin
kontrol edilirse burada elde edilen 400 nF degerinden daha yliksek olan kapasitansin izin verilebilir degeri

618 nF dir.
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Sekil C.6a) — Akim ilavesi
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Sekil C.6b) — Gerilim ilavesi

Sekil C.6 — Sekil C.4’te verilen 6rnek igin akim ve/veya gerilim ilavesi
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Kombinasyon icin bileske dederler agagidaki gibidir:
Patlayici grup 1IB

En buyulk degerler

Up=28,7V

lp = 264 mA

Po=19mW

Lo=0,5mH

Co =400 nF

Mevcut o&rnekte ilgili cihaz (gu¢ kaynagi, goérunti cihazi ve grafik c¢izici) kendinden guvenlikli
girislerde/gikiglarda etkin endiiktans ve kapasitans degerlerine sahip olmadigindan kapasitans ve endiktans
icin en buyuk degerler kendinden guvenlikli cihaz (analizér) ve baglanti kablolari i¢in kullanilabilir.

C.5 Ozet
Kimya ve petrokimya endustrilerindeki 6lgme ve islem makinalarinin tasarimi ve yapilisinda cihazin birgok
belgelenmis pargasinin kendinden guvenlikli devreler ile birlestiriimesi cogunlukla gereklidir.

IEC 60079-14’deki tesis kurallari, baglantinin guvenliginin hesaplanmis veya &lgilmis onayi yapilmigsa
tehlikeli alandaki bir elektrik tesisinin tasarimcisina, imalatgisina veya operatérine kendi sorumlulugu altinda
bdyle kombinasyonlarla ugrasmasina izin verir. Genel olarak operatdr dl¢ilen onay igin hicbir alete (gerekli
techizat operatdriin emrinde degildir) sahip olmadigindan operatér uygun bir hesaplama islemini kullanir.
IEC 60079-14 simdiye kadar sadece tamamen dogrusal i¢ direngli kaynaklar igin kullanilabilen bir islemi
saglamistir ve bu bile daima guvenlikli konfiglirasyonlar sonucunu yaratmaz. Ancak uygulamada dogrusal
olmayan karakteristikli kaynaklar sik olarak meydana gelir ve bu gune kadar bunlarin kombinasyonu sadece
deney merkezinin destegiyle mimkin olmustur.

Bundan dolay! diyagramlar vasitasiyla yapilan dogrusal ve dogrusal olmayan devreleri olan sebekelerin
kombinasyonunun guvenlikli olarak degerlendiriimesine izin veren bir metot gelistiriimistir. Burada
tanimlanan iglem patlayici gruplar 11B ve grup IIC ve tehlikeli alan bélgesi 1 i¢in uygulanir.

islemin temel bélimi kullanilan kendinden givenlikli kaynaklarin ¢ikis karakteristiklerinin grafiksel
toplamidir. Daha sonra bileske karakteristikler rezistif, endlktif, kapasitif ve kombine devrelerin kendinden
guvenliginin degerlendirilebildigi uygun bir diyagramda cizilir (diger bir ifadeyle, es zamanh endiktif ve
kapasitif yik). Bu iglemin énemli bir avantaji givenlik verileriyle ilgili bittin bilgilerin ve sinir sartlarin sadece
bir diyagramdan elde edilebilir olmasidir. 1,5 olan gerekli glivenlik faktéri halen diyagramlarla birlestiriimistir.

C.6 Diyagramlar

Sekil C.9'daki diyagram slayda kopya yapilmasi icin kullanilabilir sekilde dizenlenir. Gerilim toplami veya
akim toplami igin kendinden hesaplanmis diyagramlar daha sonra gizilebilir ve degerlendirme igin farkli sinir
diyagramlari Gzerine (ortak 6lgekli versiyonlar) konulabilir. Bundan sonraki sayfalarda Cizelge C.2'ye gore
sinir diyagramlari ortak ve uygun bir dlgcekte verilmigtir.
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1 Dikdortgen bigimli kaynak i¢in enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak igin enduktif sinir

Sekil C.7a) — 0,15 mH igin diyagram
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1 Dikdoértgen bigimli kaynak igin enduktif sinir

2 Dogrusal kaynak i¢in endiktif sinir

Sekil C.7a) — 0,15 mH igin diyagram (devam)
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Aciklama
1 Dikdortgen bigimli kaynak igin enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak i¢in endiktif sinir

Sekil C.7b) — 0,5 mH igin diyagram
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1 Dikdértgen bicimli kaynak i¢in enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak icin endiktif sinir

Sekil C.7b) — 0,5 mH icin diyagram (devam)
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1 Dikdortgen bigimli kaynak i¢in enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak igin enduktif sinir

Sekil C.7¢) — 1 mH igin diyagram
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1 Dikdoértgen bigimli kaynak igin enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak icin endiktif sinir

Sekil C.7¢c) — 1 mH igin diyagram (devam)
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1 Dikdortgen bigimli kaynak i¢in enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak igin enduktif sinir

Sekil C.7d) — 2 mH i¢in diyagram
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1 Dikdortgen bigimli kaynak igin enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak igin enduiktif sinir

Sekil C.7d) — 2 mH i¢in diyagram (devam)
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1 Dikdortgen bigimli kaynak i¢in enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak igin enduiktif sinir

Sekil C.7e) — 5 mH igin diyagram
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1 Dikdortgen bigimli kaynak igin enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak icin endiktif sinir

Sekil C.7e) — 5 mH igin diyagram (devam)

Sekil C.7 — Genel kaynak karakteristigi — Grup IIC i¢in sinir egrisi diyagrami
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1 Dikdortgen bigimli kaynak i¢in enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak igin enduktif sinir

Sekil C.8a) — 0,15 mH igin diyagram
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Sekil C.8a) — 0,15 mH i¢in diyagram (devam)

40



ICS 29.260.20 TURK STANDARDI TS EN 60079-25/Ekim 2006

40
\
300 nF 11B; 0,5 mH
NI \
UO V N ~N— ‘
35
\
A\
30
\
N
N
500 nF - \ \,
T \ 2
25 N T b
A N~ L N
B [~ b -
‘ i e, J \\
N
.
S
20 L
1pF SN~ AL L .
‘\\\ [T [ ot b ol L ) \~
2 ]JF 35 e s I S e
\N~\~ N TT 77 - e o
~~~ ) i o
15 e o
N
™ 1
\\\
-
oy
5 uF b ™
2 i~~~~-~ T = | e LU ] ] L \\\
10 -~~ S et S| o
Nn.,_‘ \\~
10 uF T T
u e :::.:: T T P e e L Ll __T:~.,,.
-h----ﬂ—n_ ‘Z::
~~-—-—--—'~~—~
5 = Sunng
]
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
I, mA
Aciklama
1 Dikdortgen bigimli kaynak i¢in enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak igin enduktif sinir

Sekil C.8b) — 0,5 mH i¢gin diyagram
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1 Dikdortgen bigimli kaynak igin endiktif sinir

2 Dogrusal kaynak icin endiktif sinir

Sekil C.8b) —0,5 mH i¢in diyagram (devam)
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1 Dikdortgen bicimli kaynak igin enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak igin enduiktif sinir

Sekil C.8¢c) — 1 mH igin diyagram
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1 Dikdortgen bigimli kaynak i¢in enduktif sinir

2 Dogrusal kaynak igin enduktif sinir

Sekil C.8¢c) — 1 mH igin diyagram (devam)
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Aciklama
1 Dikdértgen bigimli kaynak icin enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak icin endiktif sinir

Sekil C.8d) — 2 mH icin diyagram
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Aciklama
1 Dikdortgen bigimli kaynak igin enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak icin endiktif sinir

Sekil C.8d) — 2 mH i¢in diyagram (devam)
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Aciklama
1 Dikdortgen bigimli kaynak i¢in enduktif sinir
2 Dogrusal kaynak icin endiktif sinir

Sekil C.8e) — 5 mH igin diyagram
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Aciklama
1 Dikdortgen bigimli kaynak igin endiktif sinir
2 Dogrusal kaynak icin endiktif sinir

Sekil C.8e) — 5 mH igin diyagram (devam)

Sekil C.8 — Genel kaynak karakteristigi — Grup 1IB icin sinir egrisi diyagrami
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Sekil C.9 — Genel kaynak diyagramlari igin érnek kopya
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Ek D

Enduktif parametrelerin dogrulanmasi
Sekil D.1 analiz edilen sistemi gdstermektedir.

R; endiktif bobinin dogal direncidir. Bobin direncine ilave bir direng¢ eklenirse bu durumda bu ilave direng
mutlak olan direncin butln kriterlerini kargilamalidir.

R, dogrusal gu¢ kaynaginin gikis direncidir. Diger bir ifadeyle Uy/lq degerine esittir.

L; degeri gu¢ kaynaginin L, dan daha az ise bu durumda kablonun izin verilen enduktansi bu iki degder
arasindaki fark olarak alinabilir ve sistem kabul edilir.

L/R; degeri izin verilen Lo/Ry den daha az ise bu durumda sistem kabul edilir ve kablonun izin verilen R/L
orani Lo/Rq kalir.

Not — Gig¢ kaynagi IEC 60079-11 Cizelge A.7T’in izin verdigi akim sinirlama direncinin en disik degerini

kullandiginda kablo direnci géz 6niine alinmaksizin bir kablo igin higbir izin verilen endiiktans yoktur
ve Lo degderi sifira esittir.

Enduktif cihaz bu iki 6zellikten birini karsilamazsa bu durumda daha ayrintil bir analiz asagidaki gibi
yapiimalidir.
Endiktans boyunca akan akim belirlenmelidir. Gosterilen devrede bu akim | = Ug/(Ry + R)) dir.

Bu akim 1,5 ile garpilmali ve en blyuk izin verilen endiktans Lennayiax degerinin belirlenmesi igin gerekli cihaz
grubuna uygun IEC 60079-11'deki endiktif egriler kullaniimalidir.

Lenbiyak bobinin L; endUktansindan daha az ise bu durumda devre kabul edilmez.

Lenviyak degeri L degerinden daha biiyik ise bu durumda izin verilen kablo enduktansi L, degeri (Lenbiyik —
L) veyal, degerinden daha kugugudar.

Gerekliyse, sistemde bagl olabilen kablonun en buylk enduktansinin direncine orani (L/R;) asagidaki
formil kullanilarak hesaplanmaldir. Bu formil akimda 1,5 guvenlik faktorini dikkate alir ve cihazin cikis
uclari icin C; degerinin % 1 C, degerini gectigi konumda kullaniimamalidir.

L, 8eR+(64°¢*R* —72UzeL)"

= > pMH/Q
R, 4,5U;
Burada:

e, mikro joule cinsinden en kuguk kivilcim deneyi cihazinin tutusma enerjisi olup, bu ener;ji
e Grup | cihaz igin: 525 pdJ
e Grup llA cihaz igin: 320 pJ
e Grup IIB cihazicin: 160 uJ
e Grup IIC cihaz igin: 40 pJ
dir.

R, ohm cinsinden devrenin toplam direnci (R, + R)),
U, volt olarak en blyuk acgik devre gerilimi,

L, Henry cinsinden devrenin toplam endiktansi (L; + gli¢ kaynadinin i¢ enduktansi)

dir.
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Bu hesaplanmis deger ile gii¢ kaynaginin Lo/R, oranindan hangisi daha kiigiik ise sistem kablosunun izin
verilen L/R.oranidir.

Not — Bdyle bir endiktans bobininin sicaklik sinifinin belirlenmesinde bobin direncinin en blylk gli¢
transferine izin veren degere dustligu kabul edilir.

TEHLIKELI ALAN TEHLIKELI OLMAYAN ALAN
|
|
|
!
|
I
2 i
|
i
|
|
I
| Us
|
Y R l
1
1 I,
y/ oW i Lo 1
°” R, + R, i L /R,
P L : ke
|
I
i P,
1
!
{
I
I
|
i U2,
| §2l,
E P 2P,
Aciklama
1 Birlesik cihaz
2 Endiktans parametreleri

Sekil D.1 — Tipik enduktif devre
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Ek E
(Bilgi igin)

Aciklayici sistem diyagramlar ve tesis diyagramlari igcin muhtemel
format

Bu ek, aciklayici sistem diyagramlarinin ve tesis diyagramlarinin belirlenmesinde arzu edileni dikkate alan
bilgileri gbstermek icin amaglanir. Bu ek bu diyagramlar icin 6zel bir format gelistirmek veya bilgileri
saklamanin diger metotlarinin esit olarak etkin olamadidini énermek icin amaclanmamigtir. Burada
gOsterilen 6rnek, karmasikligindan dolayi 6zellikle secilmigtir ve sistem tasariminin hemen hemen butin
durumlarini gésterir. Uygulamalarin gogunlugu bundan daha basittir ve tek bir verici ve ara ylizden meydana
gelir.

Blok diyagram sistemin durumunu onaylamak ve Ek A ile Ek B’de tanimlanan analizi mimkin kilmak igin
batun gerekli olan bilgileri ihtiva eder. RTD ile ilgili bilgi basit bir cihaz oldugunu ve sicaklik siniflandirmasinin
yerel islem sicakhdi ile belirlendigini onaylar. 500 V yalitim deneyine uygunlugun basarisizlidi bir noktada
topraklanmis oldugunun kabul edildigi ve bdylece sadece bir noktada topraklanmis olan devrenin &zelligini
saglamak icin verici icindeki galvanik izolasyona givenmesi demektir.

Verici belgelendiriimis cihazdir ve hem RTD girig baglantilari hem de 4 mA'den 20 mA'a kadar olan ¢ikig
baglantilari icin belirtilen glvenlik parametrelerine sahiptir. Giris kapasitansi izin verilen kablo kapasitansini
cok az degistirir ve izin verilen ortam sicaklik araligi bir cok yerde monte edilen techizat i¢in vericinin uygun
olmasini saglar.

Galvanik olarak izole edilmis ara ylz izin verilen kablo parametrelerini belilemek igin kullanilan iyi
tanimlanmis c¢ikis parametrelerine sahiptir. Sinirlayici kablo parametresi dokiman numarasi altinda ilgi
¢ceken bir bilgi olarak verilen 80 nF kablo kapasitansidir. Grup |IB’de alternatif parametre &zel bir
uygulamayla daha uygun olabildiginden verilmistir.

Tesis diyagrami acgiklayici sistem diyagramini 6zel bir tesisin 6zelliklerine dénustirmek icin amaclanir. Tesis
teknisyeninin 6nceden dogru olarak tasarimlanmis bir tesis yaratmak icin gerekli olan bilgilere ihtiyag
duydugdu kabuld yapilir. Teknisyen tesisin uygunlugundan siphelenmesi icin bazi nedenlere sahipse sadece
aciklayici sistem diyagramina ulasmaya ihtiya¢ duyacaktir. Tesis diyagrami basit bir cihaz olan baglant
kutusunu gosterir ve kullanilacak olan 6zel kablolar ile mansonlari belirtir. Bu durumda bunlar ilgili 6zelliklere
uygun olan anlasmaya variimis sirket uygulamalaridir. RTD’inin sicaklik siniflandirmasi agik olarak belirtilir
ve kablo ekranlarinin kusaklanmasiyla ilgili 6zel talimatlar verilir. Bu diyagramdaki bilgi seviyesi yapilacak
ardigik muayenelere izin vermesi i¢in uygun olmalidir.

Bu ekin sadece bu bilgileri sunan bir metodu goésterdiginin yeniden vurgulanmasi énemlidir. Gerekli olan
Ozellik agiklayici sistem dokUimaninin yaratilacak olan uygun guvenlik sistemini sagdlayan batun bilgileri
ihtiva etmesidir. Tesis dokimani 6zel bir yerde guvenli olarak tesis edilecek bu sistemin 6zel bir
dlzenlenmesini saglamak igin gerekli olan butln bilgileri ihtiva etmelidir.
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Sekil E.1 — IS sisteminin agiklayici sistem dokimani igin tipik blok diyagrami
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Higbir kablo parametre problemi yok
Mansonlar tip 4

RT101 Tedbiri

Su sogutmali

En yiiksek sicaklik 102 °C
Bu nedenle RTD T4

Uzunluk 15 m
Mangonlar tip 3

Uzunluk 150 m
Mansgonlar tip 8

t
'

Birlegik B08 ve G07 hig bir kablo parametresi problemi yaratmaz
]

Greenfield Installation Gmbh, Upcreek, Nirvana Tesis diyagram 054
- TEHLIKELi ALAN =] Agiklayici sistem dékiimam BC 001
B&| BT ! . ! . Elde edilen sistem siniflandirmasi ia liC
blge 0 3 | Bdlge 111B T3 ' Bolge 21IB T3 Gerekli sistem siniflandirmasi ja lIB
t v n
! E t-— TEHLIKELI OLMAYAN ALAN ——
] ] ]
; ! | Arayiiz kabini
Kap 6 i Kap 6 i Kap 6 } Konum 62 Bilgisayar rafi 4
Seviye 5A ; Seviye 5B i Seviye 5A i Diyagram No 666
1] ] 1
RTD ' Sicaklik ' Baglanti kutusu | | Arayiiz 101
RT 101 Kablo D10 | ileticisi Kablo B08 MBO1 Kablo GO7 Kablo105
Tip 3506 ! TR 101 ! ! Pembe 101
PETERPy i 1 3 ! -+ 101a
* . IR L T A i i’ IR Bevaz | a0t
2. . s ef | [101b — otb [t iy I
[P T o—-—-21 ablo
101¢c 101¢c
i i f f i Kirmizi 24V
' i ! ' . . 0
: R heicd B : Tip 4041 Siyah
i ! E Wendy Ltd
E i i Q;ag/i?‘zo v Gii¢ beslemesi
! ' ! Raf 6
Basit cihaz | FUML 1 Basit cihaz | SPV TB PS5
PS 001 : Ex 983065 ' PS 051 i Ex 983012 Diyagram No P6-005
D10 mineral yalitimh B08 2 damar G07 2 damar 32 gift
3 damarli uzunluk 2m Ekranh tip 3 GCok damarh tip 64

Revizyon 2

Revizyon1Euroed

S. Simon 06/06/03

H. Pieman 05/06/03

Kontrol eden P. Shark
Tarih 06/05/03

Cizen A. Spade
Tarih 05/05/03

Sekil E.2 — |S sistem icin tipik tesis diyagrami
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Ek F
(Bilgi igin)

Kendinden guvenlikli devrenin darbeye karsi korunmasi

F.1 Genel

Bu ek, kendinden guvenlikli devreyi yakinindaki bir yildinm darbesi tarafindan endlklenen gerilim
darbelerinden korumak icin olan muhtemel teknikleri belirtir. Bu tip bir koruma sadece bir yildinm darbesi
olasihdinin bir risk analizinin ve bdyle bir olayin sonuglarinin bunun gerekli oldugunu gésterdigi durumda
uygulanir. Ornek gerekli olan analizi géstermek igin amaglanir, ancak bu tek muhtemel ¢ézim degildir.

F.2 Korunacak tesis

Sekil F.1, nétrin dogrudan bir topraklama i1zgarasina baglandigi durumda tipik bir tesisi gosterir. Diger
topraklama teknikleri ayni derecede kabul edilir. Sicaklik algilama elemani tutusabilir malzeme ihtiva eden
bir depolama tankinin Faraday kafesine sokulur. Algilama elamaninin direnci i¢ izolasyonlu bir dénustirtcu
vasitasiyla 4 mA'den 20 mA'e kadar olan bir akima doénUsturtlir. Daha sonra bu akim bir galvanik ayirici
yolu ile bilgisayar giris sebekesini besler. Ayricinin, dénusturicinin ve algilama elamaninin kombinasyonu
kendinden guvenlikli bir sistem olarak analiz edilmeye ihtiya¢ duyar ve bu Ek E’de analiz edilen sistemdir.

F.3 Yildinmin endiikledigi darbeler

Muhtemel bir senaryo X noktasinda tanka carpan yildirim ile tankin temelleri boyunca dolasan birlesik akim
ve tesisin es potansiyel kusaklanmasidir. Gegici rejim gerilimi (tipik olarak 60 V) tankin tepesi (X) ile
bilgisayarin ‘0’ volt (Y) kusaklama noktasi arasinda meydana gelir. Gegici rejim gerilimi galvanik ayiricida ve
donulstiridcindn izolasyonunda delinmelere sebep olur ve yiiksek olasilikh bir patlama ile tankin buhar
bolimi igindeki bir tarafta ani alev yaratabilir.

F.4 Onleyici tedbirler

Bir parafudur, tankin icindeki potansiyel farkini énleyen verici ayrimini korumak igin tank Gzerine monte
edilebilir. Parafudur Faraday kafesini muhafaza etmek i¢in tanka kusaklanir. Cok elemanli parafudur, verici
izolasyonu tarafindan kolaylikla absorbe edilebilen bir gerilim seviyesine (60 V) sinirlar.

ikinci bir parafudur galvanik ayiriclyl ve bilgisayar girisinin hasarlanmasini  énlemek igin gereklidir. Bu
parafudur normal olarak guvenlikli alana monte edilmeli ve gosterildigi gibi baglanmalidir. Ayirici Uzerinde
ortaya ¢ikan ortak modlu birlesik darbe galvanik ayirici icindeki izolasyonda asiri zorlama yaratmayacaktir.

Sistem gegcici rejim gerilimi sirasinda kendinden guvenlikli degildir, ancak yuksek akimlar ve gerilimler tank
icindeki en buyuk tehlike bolgesinden uzaklastirilir ve i¢ baglanti kablolarinin bagil olarak guvenlikli yerinde
mevcut olur.

Sistem endirek olarak iki yerde topraklanir (kugsaklanir) ve gegici rejim periyodu sirasinda akan sirkilasyon
akimi tahrik edicidir. Ancak, normal galismada endirek olan toprak baglantilari iletken degildir ve herhangi
Onemli akim akisi icin parafudur devrelerinin kusaklama baglantilari arasinda bagil olarak ylksek gerilim
gerektirir (120 V). Bdyle bir gerilim dnemli bir stre i¢cin mevut olmayacagindan devreler uygun bir sekilde
guvenliklidir.

F.5 Destek dokiimantasyonu

Aciklayici sistem dokiimani sebekelere monte edilmis parafuduru ihtiva edecek sekilde degistiriimelidir.
Normal calismada bunlarin etkisi, kapasitans ve enduktansin kiguk degerlerini ihtiva edebilen ilgili
karakteristikleri g6z 6nline alinarak analiz edilmeye ihtiyag duyar.

iki yerdeki endirek topraklama kaydedilmeli, analiz edilmeli ve kabul edilebilirliginin tartismasi yapiimahdir.

F.6 Illave koruma

Yildirrm énemli bir problem olarak kabul edildigi durumda o6lgi sisteminin sebeke beslemesine parafudur
monte edilmesine dikkat edilmedir. Sebekeden kaynaklanan darbeler glic besleme kaynagindan olan
galvanik ayiricilara veya isaret baglantilarina hasar verebilir. Bagisikligin bazi derecesi EMU standardlarina
uygun olan normal 6zelliklerde kesindir, ancak yildirimin sebep oldugu bir¢cok darbeye karsi yeterli degildir.

Benzer sekilde sebeke baglantilari boyunca olan diger muhtemel etki glizergahi darbe korumasinin belirli
derecesini gerektirir.
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Aciklama

1 Doénusturicl 5 Galvanik ayirici 9 Sebeke kaynagi filtre bastirici
2 Parafudur 6 Es potansiyel kusaklama 10 Tank mahfazasi

3 Kusaklama seridi 7 isaret bastirici 11 Olgl aleti mahfazasi

4 Sebeke beslemesi 8 Veri hattl

Sekil F.1 — Olgu aleti dongiisiiniin darbe koruma ézellikleri
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Ek ZA

Bu standarda atif yapilan uluslararasi standardlara karsilik gelen Tiirk
Standardlari

Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtiimeksizin diger standard ve/veya dokiimanlara atif yapiimaktadir.
Bu atiflar metin igerisinde uygun yerlerde belirtiimis ve asagida liste halinde verilmistir. Tarih belirtilen
atiflarda daha sonra yapilan tadil veya revizyonlar, atif yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapilmasi
sarti ile uygulanir. Atif yapilan standard ve/veya dokimanin tarihinin belirtimemesi halinde en son baskisi
kullanilir

Not- Uluslararasi standardda (mod) ile gosterilen CENELEC ortak degisikligi yapildiginda ilgili EN/HD

uygulanir.
Standard Yil Baslik EN/HD Yil
IEC 60060-1 -" High-voltage test techniques HD 588.1 S1 19922
Part 1: General definitions and test
requirements
IEC 60079-0 - Electrical apparatus for explosive gas EN 60079-0 -3

atmospheres
Part 0: General requirements

IEC 60079-11 1999 Part 11: Intrinsic safety “” - -

IEC 60079-14 2002 Part 14: Electrical installations in EN 60079-14 2003
Hazardous areas (other than mines)

Y Tarihsiz referans
2 yayinladig tarinteki gegerli baski
® Yayinlanacak
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